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鸽一硅共溅薄膜中形成硅化鸽的喇曼光谱

裂、迭笼 都曾期 李富铭
(复旦大学物理系〉

桂元成
i, (复旦大学电子工程系)

提要

用喇曼光谱的方法研究了鸪-硅共戳薄膜中形成的硅化锦的特性，得到了二硅化鸽的喇曼位移峰T
aS3cm-1 和 456cm-1 0 实验表明喇曼光谱学方法可以实现对铠-硅薄膜中硅化坞的快速形成过程进行实
时监测。

难熔金属的硅化物具有耐高温、化学稳定性好以及导电性能好等特点，正在逐步取代目
前常规集成电路工艺中的金属联线和快速场效应管中的栅极p 并将成为快速和大规模集成
电路中的重要材料。难熔金属硅化物，例如民(Si) ;ç， W(Si)~， Mo(Si)z 等F 通常需经高温处
理才能形成，采用激光或电子束技术可以在短时间内快速形成。硅化物形成的实时监测p 对

于其质量控制是至关重要的p 它直接影响薄膜的电学性质和结构特性。 1984 年 Tsang 等人
报道了对硅化锦进行的喇曼光谐的初步探索U10 本文研究以等离子体电子束对共溅层处理
形成硅化鸽3 利用激光喇曼光谱仪观察了样品的喇曼散射光谱p 得到了二硅化鸽的两个振动
模的喇曼位移峰， 333om-1 和 456om-1，还对样品的不同处理条件下的喇虽光谱进行比较，
实验表明，喇虽光谱方法是一种用于无接触、实时监测的理想手段。

实验及其结果

我们研究的样品是在覆盖有二氧化硅表层的硅单晶片上共溅一层鸽-硅薄膜。膜厚为
0.25μmo 用特制的大面积等离子体电子束对共溅层进行快速处理y 形成二硅化锦薄膜。
典型的电子束处理条件是:电子动能为 3keV~ 束电流密度 25mAjom!l，电子束辐照时间
40sec~ 在处理过程中样品在 6ω00 以下。电子束处理后的薄膜电导率上升一个数量级，从

共溅薄膜的 360/口变为 2---60j口;用 XD-3A 型 X 射线衍射仪分析样品薄膜，显示出正
方晶体 WSi2 的 X 线衍射特征谱阻，如图 1 所示。分析表明硅化鸽薄膜性能良好。
我们用喇曼光谱法研究硅化鸽薄膜。实验使用 SPEX-1403 型喇曼光谱仪，以 O.6W

连续茧离子激光器的 5145λ 激光线作为激发光源。对于不同处理条件下的样品，其典型的
喇曼位移谱示于图 2(b) 0 从这些喇曼谱图可以看出，经过短时间的处理3 出现了与二硅化
鸽的二个振动模联系的喇曼位移峰 B33om-1 和 456cm-1 o 与此同时， 5200皿-1 的硅峰仍
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旧存在。这是因为二硅化销的正方品格

结构的低对称性，它的喇曼散射谱比较

简单。而且，原始样品中硅/鸽的比例略

大于轧硅峰的出现也属正常现象。

在一个非常宽的处理范围内，都能

得到电性能合格的硅化鸽薄膜p 它们的

薄膜电导率相差无几。例如用功率密度
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图 2 WSi2 薄膜‘的喇曼谱

Fig.2 The Ra皿a且 spe的ra of WSi:a血ms:
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国 3 WSi2 薄膜的 X射线衍射谱

Fig. 3 The X-ray diffràction spectra of WSi2 films: 

(α) before E-beam prooossing...a noise spectrum; 但) after E-beam processing for 4sec...a normal 
WSi2 te址agonal sp四trum; (σ) aftθr E-beam proc8ssing for 100 sec. (E-beam: 3keV, 25 mA/cm2) 

(0) 

综上所述p 我们得到了二硅化妈的二个振动模的喇曼位移峰 3330m-1 和 4560皿-10 喇

曼光谱不仅可以用来检测硅化物的性质，还能用作硅化物快速处理中的实时监测手段。

此项研究是得到国家科学基金资助的。本校测试中心协助光谱测量，作者深表谢意。
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Raman spectroscopy of the siIicide WSi2 

formed by co-sputtered WSix 
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Abstract 

Raman spec恒um of the silicide WSi2J which ocours at 333om-1 and 456om-t, has 

been de皿on的rated. For皿ation of siliûide from oo-sputtered WSi~ was 的udied by 

Raman speo恼。soopy.




